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Wroclawska Szkola Doktorska Instytutow Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogtasza
rekrutacje¢ specjalna na doktoranta - stypendyste w IV edycji programu ,,Doktorat
wdrozeniowy I” - Temat 2: ,,Nowoczesne mikro-diody LED na bazie tlenku grafenu”,
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Nauki 1 Szkolnictwa Wyzszego (ID wniosku 485802
w systemie OSF, Nr rej. DWD/4/40/2020) pod kierunkiem prof. dr hab. Wiestawa Streka w
Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych
Polskiej Akademii Nauk we wspotpracy z firmg Nanores Sp. z o. 0. Sp. k. z siedziba we
Wroclawiu.

I. Opis Tematu 2:

Celem doktoratu wdrozeniowego sg badania dotyczace nowych mikro-LED uktadéw opartych
na tlenku grafenu (GO). Takie diody moga przezwyci¢zy¢ ograniczenia zwigzane
z konwencjonalnymi diodami LED z uwagi na wysoka stabilnos¢ mechaniczng, elektryczng 1
tatwo$¢ przestrajania kolorow, umozliwiajac ich zastosowanie w elastycznych o$wietlaczach.
Przeprowadzone prace badawcze umozliwig rozwoj nowej klasy urzadzen oswietleniowych i
poszerzenie oferty produkcyjne firmy Nanores.

I1. Dodatkowe informacje
Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu ,,Doktorat wdrozeniowy” 1 naborze wnioskow,
zwanego dalej Komunikatem MNiSW, ktéry okresla, ze miesigczna kwota stypendium
doktoranckiego, o ktorym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.), zwanej dalej Ustawa,
WYynosi:
1. 3450 z} (brutto) — do miesigca, w ktorym zostata przeprowadzona ocena srodokresowa
(planowo do konca II roku akad.);
2. 4450 z (brutto) — po miesigcu, w ktorym zostata przeprowadzona ocena srodokresowa
(planowo w IIT I IV roku akad.).


http://www.intibs.pl/

Dodatkowo doktorantowi przystuguje dofinansowanie kosztow wykorzystania przez niego
infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokos$ci ok. 25 000 zt
na kazdy rok akad.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie
MNIiSW oraz Zasadach Rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutéw Polskiej
Akademii Nauk.

II1. Obowiazki doktoranta-stypendysty:

e planowa realizacja harmonogramu doktoratu,

e badania eksperymentalne w zakresie w zakresie:
- syntezy tlenku grafenu,
- emisji $wiatta widzialnego z tlenku grafenu,

e zaprojektowanie i optymalizacja procesu wytwarzania diod LED z wykorzystaniem
tlenku grafenu,

e zaprojektowanie potencjalnych uktadow elektronicznych wykorzystujacych otrzymane
diody LED,

e optymalizacja wszystkich procesow technologicznych,

e analiza i prezentacja wynikow, przygotowanie raportoOw i publikacji naukowych,
udzial w konferencjach naukowych,

e realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw doktoranta w Wroctawskiej Szkoty
Doktorskie;.

IV. Warunki jakie powinien spelnia¢ Kandydat:

e tytul zawodowy magistra fizyki, chemii, inzynierii materialowej lub pokrewny,

e zainteresowania naukowe w obszarze fizyki ciala statego

e wiedza i do§wiadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie metod
spektroskopowych

e dobra znajomos$¢ jezyka angielskiego,

e motywacja do pracy naukowej, samodzielno$¢, umiejetnos¢ pracy w zespole,
kreatywnosc¢.

V. Wymagane dokumenty:

Okreslone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow
Polskiej Akademii Nauk, http://wsdipan.intibs.pl/zasady_rekrutacji.html

Dodatkowo obowiazkowo dokumenty:

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez MNiSW (RODO) na formularzu
(zalacznik 1).

2. Oswiadczenie firmy Nanores Sp. z o. 0. Sp. k. z siedzibg we Wroctawiu, ze w przypadku
przyjecia do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow Polskiej Akademii Nauk Kandydat
pozostanie albo zostanie zatrudniony w pelnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji
doktoratu wdrozeniowego oraz ze firma wyraza zgod¢ na jego ksztalcenie w WSD IPAN
w ramach programu.

VI. Podania kandydatow o przyjecie do Szkoly nalezy sklada¢ do dnia 10 wrze$nia 2020
roku do godz. 15:00:

o osobiscie w Sekretariacie Szkoty w Instytucie Niskich Temperatur i Badan
Strukturalnych PAN przy ul. Okolnej 2 we Wroctawiu) w godzinach od 9:00 do 15:00
albo



o przesylka pocztowa rejestrowana lub Kkurierska (decyduje data wpltywu
dokumentoéw do siedziby Szkoty) na adres: WSD IPAN, ul. Okolna 2, 50-422 Wroctaw
albo

o elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginaty dokumentéw nalezy
dostarczy¢ przed rozpoczeciem ksztalcenia (niedopetnienie tego wymogu bedzie
skutkowato skresleniem z listy doktorantéw).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Wiestawem
Strekiem (w.strek@intibs.pl, tel. +48 71 3954 177).

Pani/Pana dane osobowe s3 gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
we Wroctawiu zgodnie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych dostepng na stronie http://www.intibs.pl/o-instytucie/rodo.html


mailto:wsdipan@intibs.pl

